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Trotz der Flaute im Telekommunikationsmarkt ist mittel-
fristig der Bedarf an Übertragung und Verarbeitung gro-
ßer Datenmengen bei höchsten Geschwindigkeiten un-
gebrochen. Bei Datenraten von 100 Gbit/s und darüber 
hinaus ist die Indiumphosphid-Technologie die einzige, 
der man entsprechende Hochgeschwindigkeitseigenschaf-
ten zutraut. In diesem Vortrag werden Materialeigenschaf-
ten und die wesentlichen Bauelemente der InP-
Technologie sowie einige Schaltungsbeispiele vorgestellt. 
Im Mittelpunkt stehen Halbleiter-Heterostrkturen, die we-
sentlich die Funktionsweise und die damit einhergehende 
Hochgeschwindigkeitstauglichkeit der Bauelemente und 
Schaltungen bestimmen. 
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